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บทคัดยอ 

 บทความน้ีนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดร

เจอรโหมดกระแส โดยใชอุปกรณสงผานกระแสอนุกรม

ความนําถายโอน (Current following cascaded 

transconductance amplifier, CFCTA) วงจรที่นําเสนอ

จะประกอบดวย CFCTA เพียงตัวเดียว ตอรวมกับตัวเก็บ

ประจุจํานวน 3 ตัว และตัวตานทาน 1 ตัว เพื่อใหเกิด

สมการคุณสมบัติอันดับสาม (Characteristic Equation)  

ซ่ึงจะทําใหวงจรปรับความถี่ในการกําเนิดสัญญาณ และ

เงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกัน 

คําสําคัญ: วงจรกําเ นิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร  

อุปกรณสงผานกระแสอนุกรมความนําถายโอน 
 

Abstract 

 This article presents a current-mode 

quadrature oscillator, using the current following 

cascaded transconductance amplifier (CFCTA). 

The proposed circuit consists of a single CFCTA 

connected with, 3 grounded capacitors and 1 

resister. To achieve the third order characteristic 

equation, which makes the oscillation condition 

and oscillation frequency are independently 

controllable. 

Keywords: Quadrature oscillator, Current 

following cascaded transconductance amplifier 

(CFCTA). 
 

1.  บทนํา 

 วงจรกําเนิดสัญญาณถือวาเปนวงจรพื้นฐานที่ มี

ความสําคัญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยทั่วไปจะ

พบวาวงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอร จะถูกนิยมใช

งานอยางแพรหลายเพราะสามารถใหกําเนิดซายนที่ มี

ความตางเฟสกันได 90º ปจจุบันจึงไดมีผูสนใจในการ

พัฒนาวงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรไปใชใน

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส รวมไปจนถึงเปนสวนประกอบ

ของวงจรตางๆ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของวงจรเปน

จํานวนมาก [1-2] 

 จ า ก ที่ ก ล า ว ม า ข า ง ต น ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม

อิเล็กทรอนิกสจะตองการใหวงจรมีขนาดเล็ก เพื่อให

สามารถนําเขาไปใสในวงจรรวมความจุสูงมาก (VLSI) ได 

ซ่ึงเปนที่นิยมในการออกแบบวงจรในภาคอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส จึงมีการออกแบบวงจรกําเนิด

สัญญาณในโหมดกระแส [3-4] ซ่ึงจะสงผลใหวงจรที่ไดรับ

การออกแบบในโหมดกระแสน้ันมีชวงไดนามิกและแบนด

วิธที่กวางขึ้น รวมไปจนถึงสามารถลดสวนประกอบของ

วงจรลงจึงสงผลใหวงจรมีขนาดเล็กลงตามไปดวย 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบวงจรกําเนิดสัญญาณ

แบบ ควอเดรเจอรอันดับสอง โดยใชอุปกรณแอ็กทีฟที่มี

ประสิทธิภาพสูงที่แตกตางกัน เชน วงจรขยายความนํา

ถายโอน (OTA) [5], วงจรสายพานกระแส (CC) [6], วงจร

สงผานกระแส (CFA) [7], วงจรความนําถายเปรียบเทียบ

ผลตางกระแส (CDTA) [8], และ วงจรสายพานกระแส

เปรียบเทียบผลตางแรงดัน (DVCC) [9] เปนตน พบวา

วงจรกําเนิดสัญญาณแบบควอเดรเจอรอันดับที่สาม โดยใช
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อุปกรณแอ็กทีฟที่แตกตางกันไป เชน วงจรสายพาน

กระแสรุนที่สองที่สามารถควบคุมไดในเชิงอิเล็กทรอนิกส 

(CCCII) [10], OTAs [11-12], และ CDTA [13] จะมี

ความผิดเพี้ยนของสัญญาณเอาตพุตต่ํากวา 

 ดั ง น้ันในบทความ น้ีจะนําเสนอวงจรกําเ นิด

สัญญาณ ควอเดรเจอรโหมดกระแสอันดับสามโดยใช 

อุปกรณสงผานกระแสอนุกรมความนําถายโอน (CFCTA) 

ซ่ึงจากหลักการของ CFCTA จะสงผลดีใหวงจรที่นําเสนอ

สามารถทํางานไดตามสมการคุณลักษณะอันดับสามใน

โหมดกระแส โดยใช CFCTA เพียงตัวเดียว อีกทั้งใช

อุปกรณพาสซีฟตอรวมเพียง 4 ตัว โดยประสิทธิภาพ และ

ผลเอาตพุตของวงจรจะถูกจําลองการทํางานผานโปรแกรม 

PSpice เพื่อพิสูจนความถูกตองของทฤษฎีที่นําเสนอใน

บทความน้ี 
 

2. วิธีการดําเนินการวิจัย 
2.1 Current following cascaded transconductance 

amplifier (CFCTA) 

 CFCTA สามารถเขียนสัญลักษณทางไฟฟาและ

วงจรสมมูลไดจากรูปที่  1 และสามารถเขียนสมการ

คุณลักษณะไดดังน้ี 
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1mg  คือ คาความนําถายโอนของ CFCTA สําหรับ 

CFCTA ที่ออกแบบดวย CMOS (Complementary 

Metal-Oxide-Semiconductor) คาความนําถายโอนจะ

แสดงไดดังน้ี 
 

  1 1m n OX Bg C W L I  (2) 
 

และ 2mg  คาความนําถายโอนจะแสดงไดดังน้ี 
 

 
 2 2m n OX Bg C W L I  (3) 

 

 

2.2 หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 

 หลักการทํางานของวงจรประกอบไปดวย วงจร

อินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสียแบบไมกลับเฟส (Non-

inverting Lossless Integrator) และวงจรกรองความถี่

ต่ําอันดับสองแบบกลับเฟส ซ่ึงแสดงแผนผังการทํางานใน

รู ป ที่  2  โ ด ย มี ส ม ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ  (Characteristic 

Equation) ของวงจรดังน้ีดังน้ี 
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รูปที่ 1 (ก) สัญลักษณ และ (ข) วงจรเทียบเคียงของ CFCTA 
 

2.2 หลักการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 

 หลักการทํางานของวงจรประกอบไปดวย วงจร

อินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสียแบบไมกลับเฟส (Non-

inverting Lossless Integrator) และวงจรกรองความถี่

ต่ําอันดับสองแบบกลับเฟส ซ่ึงแสดงแผนผังการทํางานใน

รู ป ที่  2  โ ด ย มี ส ม ก า ร คุ ณ ส ม บั ติ  (Characteristic 

Equation) ของวงจรดังน้ีดังน้ี 
 

2

c
s bs a


 

k
s

  
 

รูปที่ 2 บล็อกไดอะแกรมในการออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณ 
 

 3 2 0s bs as ck     (4) 
 

จากสมการที่  (4) จะไดเงื่อนไขในการกําเนิด

สัญญาณ (Oscillation Condition: OC) และความถี่ใน

การกําเนิดสัญญาณ (Oscillation Frequency: o ) ดังน้ี 
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                    :OC ab ck  (5) 

และ 

 o a   (6) 
 

จากสมการที่ (5) และ (6) หาก a  เทากับ c  

พบวาสามารถปรับความถี่ในการกําเนิดสัญญาณและ

เงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกันน่ันคือ 

ปรับเงื่อนไขในการกําเนิดสัญญาณที่  b  กับ k  สวน

ความถี่ในการกําเนิดสัญญาณปรับไดที่ a  
 

2.3 การวิเคราะหสมการของวงจรกําเนิดสัญญาณ 

 จากแผนผังการทํ างานในรูปที่  2  สามาร ถ

สังเคราะหวงจรกําเนิดสัญญาณโดยใช CFCTA เปน

อุปกรณแอ็กทีฟ โดยวงจรกรองความถี่ต่ําผานอันดับสอง

แบบกลับเฟสในรูปที่ 3 จะไดฟงกชันถายโอนของวงจร

เทากับ 

f
z 1x

2x
CFCTA

2BI

1OI

2OI1C

2C

1BI

1cx

2cx1cx

3C

1R

 
 

รูปที่ 3 วงจรกําเนิดสัญญาณที่นําเสนอ 
 

 

1

1 2 1

2 1

1 1 2 1
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          (7) 

 

สวนวงจรอินทิเกรเตอรที่ไมมีการสูญเสียแบบไม

กลับเฟสในรูปที่ 3 จะไดฟงกชันถายโอนของวงจรเทากับ 
 

 2

3

O m

in

I g
I sC

  (8) 

 

 จากสมการที่ (5) และ (6) จะไดเงื่อนไขในการ

กําเนิดสัญญาณและความถี่ในการกําเนิดสัญญาณดังน้ี 
 

                       2

1 1 3

1 mg
C R C

                         (10) 

 

และ 

                     1

1 2 1

m
o

g
C C R

                        (11) 

3. ผลจําลองการทํางาน 

 การออกแบบวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดรเจอรใน

งานบทความน้ีจะใชเทคโนโลยีทรานซิสเตอร CMOS 

ขนาด 0.25µm ของบริษัท TSMC [14] ในการจําลองการ

ทํางานดวยโปรแกรม PSpice โดยคาของ W/l จะแสดงไว

ในตารางที่ 1 โครงสรางภายในของ CFCTA แสดงดังรูปที่ 

4 โดยกําหนดให CFCTA ทํางานที่ VDD = VSS = ±1.25V 

และ VBB = -0.55V  
 

ตารางที่ 1 ขนาดของทรานซิสเตอร (W/L) 

CMOS W (µm) L (µm) 
M1,M2 1 0.25 
M3-M4, M12-M17, M24-M18 5 0.25 
M7-M9, M18-M21 3 0.25 
M10-M11, M22-M23, M29-
M31 

15 0.25 

 

 จากการจําลองการทํางานของวงจรสามารถทําให

เกิดกระแส (Iout1, Iout2) เม่ือ มีการปรับกระแสไบแอส    

IB1 = IB1 = 100µA ตัวเก็บประจุ C1 = C2 = C3 = 100pF 

และ ตัวตานทานมีคาเทากับ 800Ω แสดงในรูปที่ 5 สวน

รูปที่ 6 แสดงสัญญาณรูปคล่ืนซายนมีความตางเฟสกัน 

90º 
 

 

รูปที่ 4 โครงสรางภายในของ CFCTA 
 

 

รูปที่ 5 สัญญาณกระแสเอาตพุตในสภาวะเริ่มตน 
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รูปที่ 6 สัญญาณควอเดรเจอรกระแสเอาตพุตสภาวะอยูตัว 
 

 

รูปที่ 7 สเปกตรัมของสัญญาณที่ความถี่ 2.02 MHz 
 

รูปที่  9 แสดงสเปกตรัมของสัญญาณที่ความถี่ 

2.02MHz มีคาผิดเพี้ยนทางฮารโมนิกสรวม 3.58% และ

ในรูปที่ 10 เปนผลจากการเปล่ียนแปลงกระแส IB1 ซ่ึง

แสดงใหเห็นวา ผลจากการทดลองมีความสอดคลองกับ

สมการที่ (11) อีกทั้งวงจรสามารถทํางานไดสูงถึงระดับ 

MHz 
 

4. สรุป 

 บทความน้ีไดนําเสนอวงจรกําเนิดสัญญาณควอเดร

เจอร โหมดกระแสอันดับสามโดยใช  CFCTA โดยใช 

CFCTA เพียง 1 ตัวตอรวมกับตัวเก็บประจุ 3 ตัว และตัว

ตานทาน 1 ตัว จุดเดนของวงจรที่นําเสนอ คือ วงจร

สามารถปรับความถี่ในการกําเนิดสัญญาณ และเงื่อนไขใน

การกําเนิดสัญญาณไดอยางอิสระจากกัน ผลการทดลอง

สมรรถนะของวงจรพบวา วงจรมีอัตราการบริ โภค

กําลังไฟฟาเทากับ 8.88mW ที่ความถี่  2.02MHz 

นอกเหนือจากน้ีแลว ดวยโครงสรางที่ประกอบดวย

อุปกรณแอกทีฟเพียง 1 ตัว จึงมีเหมาะสมสําหรับนําเขาไป

ใสในวงจรรวมความจุสูงมาก (VLSI) ได ซ่ึงเปนที่นิยมใน

การ ออกแบ บวงจร ในภ าค อุต สาหก ร ร มชิ้ น ส ว น

อิเล็กทรอนิกส แตเม่ือมาดูผลของวงจรที่นําเสนอน้ันพบ

อัตราการบริโภคกําลังไฟฟาที่คอนขางสูง อันเน่ืองมาจาก

การออกแบบอุปกรณแอกทีฟในบทความน้ียังคงใชเทคนิค

การทํางานของทรานซิสเตอรแบบปกติ ซ่ึงจะทําวงจรไม

สามารถทํางานไดที่ระดับแรงดันต่ํามาก ดังน้ันในงานวิจัย

ครั้งตอไปผู เขียนจะทําการพัฒนาวงจรใหมีอัตราการ

บริโภคกําลังไฟฟาที่ต่ํากวาระดับ 0.7V โดยใชเทคนิคการ

ทําในระดับทรานซิสเตอรแบบพิเศษ และหวังเปนอยางยิ่ง

วาวงจรที่นําเสนอน้ันจะเปนแนวทางในการออกแบบ หรือ

พัฒนาสําหรับผูที่สนใจตอไป 
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